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(57) Abstract: A component (100) comprising a carrier (1) and a semiconductor body (2) arranged on the carrier is specified,
wherein the semiconductor body has an active layer (23) designed to generate electromagnetic radiation (L) during the operation of
the component. The component additionally comprises an electrical contact layer (61) on a radiation exit surface, wherein the
component contains, in direct proximity to the electrical contact layer, a shielding structure (4) designed to prevent the
electromagnetic radiation generated by the active layer from impinging on the contact layer.
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Es wird ein Bauelement (100) mit einem Trédger (1) und einem auf dem Triger angeordneten Halbleiterkdrper (2) angegeben,
wobei der Halbleiterkdrper eine aktive Schicht (23) aufweist, die im Betriecb des Bauelements zur FErzeugung einer
elektromagnetischen Strahlung (L) eingerichtet ist. Das Bauelement weist aulerdem eine elektrische Kontaktschicht (61) auf einer
Strahlungsaustrittsfliche auf, wobei das Bauelement in unmittelbarer Umgebung der elektrischen Kontaktschicht eine
Abschirmungsstruktur (4) enthdlt, die dazu eingerichtet ist, ein Aufireffen der von der aktiven Schicht erzeugten
elektromagnetischen Strahlung auf die Kontaktschicht zu verhindern.
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Beschreibung

Bauelement mit verbesserten Auskoppeleigenschaften

Es wird ein Bauelement mit verbesserten

Auskoppeleigenschaften angegeben.

Das in einem HalbleiterkdOrper eines Bauelements generierte
Licht kann innerhalb des Halbleiterkd&rpers mehrfach
reflektiert werden, bevor es aus dem Bauelement ausgekoppelt
wird. Trifft das Licht bei der Mehrfachreflexion auf
absorbierende Schichten, etwa Metallkontakte, wird es

absorbiert und geht verloren.

Eine Aufgabe ist es, ein hocheffizientes Bauelement mit

verbesserten Auskoppeleigenschaften anzugeben.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform eines Bauelements weist
dieses einen Trager und einen auf dem Trager angeordneten
Halbleiterkorper auf. Der HalbleiterkOrper weist eine dem
Trager abgewandte erste Hauptflidche und eine dem Trager
zugewandte zweite Hauptfldche auf. Der Halbleiterkdrper kann
auf Seiten der ersten Hauptfldche eine erste
Halbleiterschicht eines ersten Leitungstragertyps und auf
Seiten der zweiten Hauptfliche eine zweite Halbleiterschicht
eines zweiten Leitungstragertyps aufweisen. Des Weiteren kann
der Halbleiterkdrper eine aktive Schicht umfassen, die etwa
zwischen der ersten und der zweiten Halbleiterschicht
angeordnet ist. Insbesondere ist die aktive Schicht eine pn-
Ubergangszone. Die aktive Schicht kann dabei als eine Schicht
oder als eine Schichtenfolge mehrerer Schichten ausgebildet
sein. Im Betrieb des Bauelements emittiert die aktive Schicht

beispielsweise eine elektromagnetische Strahlung, etwa im
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sichtbaren, ultravioletten oder infraroten Spektralbereich.
Das Bauelement ist insbesondere eine Licht emittierende Diode

(LED) .

Insbesondere ist die erste Hauptfldche des Halbleiterkdrpers
als Strahlungsdurchtrittsflache des Rauelements ausgebildet.
Das heiBt, dass die emittierte Strahlung etwa durch die erste
Hauptflidche hindurch tritt, bevor sie aus dem Bauelement
ausgekoppelt wird. Die Strahlungsdurchtrittsfldche ist dabei
bevorzugt strukturiert, wodurch die Effizienz des BRauelements
hinsichtlich der Strahlungsauskopplung erhdéht ist. Eine
Strahlungsaustrittsfldche des Bauelements kann dabei die
Strahlungsdurchtrittsflidche oder eine Oberfliche einer
weiteren Schicht sein, die etwa auf der ersten Hauptflédche
des Halbleiterkdrpers angeordnet ist. Insbesondere ist die
erste Hauptfliche des Halbleiterkdrpers durch eine Oberflache
der ersten Halbleiterschicht gebildet. Die zweite Hauptflache
des Halbleiterkdrpers kann durch eine Oberflache der zweiten
Halbleiterschicht gebildet sein. Insbesondere begrenzen die
erste Hauptflache und die zweite Hauptfldche den

Halbleiterkorper in vertikaler Richtung.

Unter einer vertikalen Richtung wird eine Richtung
verstanden, die quer, insbesondere senkrecht zu einer
Haupterstreckungsflache der aktiven Schicht gerichtet ist.
Zum Beispiel ist die vertikale Richtung senkrecht zu der
ersten und/oder der zweiten Hauptfldche des
Halbleiterkorpers. Die vertikale Richtung ist insbesondere
parallel zu einer Wachstumsrichtung des Halbleiterkdrpers
gerichtet. Unter einer lateralen Richtung wird eine Richtung
verstanden, die entlang, insbesondere parallel zu der

Haupterstreckungsflidche der aktiven Schicht wverlauft.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements ist
eine elektrische Kontaktschicht auf der ersten Hauptflache
des Halbleiterkorpers angeordnet, wobei die elektrische
Kontaktschicht insbesondere zur elektrischen Kontaktierung
der ersten Halbleiterschicht des Halbleiterkdrpers
eingerichtet ist. Uber die elektrische Kontaktschicht ist die
erste Halbleiterschicht etwa mit einer externen
Spannungsquelle elektrisch kontaktierbar. In Draufsicht auf
den Trager bedeckt die elektrische Kontaktschicht die erste
Hauptflache und somit den Halbleiterkorper etwa
bereichsweise. Die elektrische Kontaktschicht kann dabei als
ein erster Kontakt oder als Teil eines ersten Kontakts des
Bauelements zur elektrischen Kontaktierung des

Halbleiterkdrpers ausgebildet sein.

Das Bauelement kann einen weiteren Kontakt zur elektrischen
Kontaktierung des HalbleiterkOrpers, etwa zur elektrischen
Kontaktierung der zweiten Halbleiterschicht, aufweisen. Der
weitere Kontakt kann eine weitere Kontaktschicht aufweisen,
die zum Beispiel zwischen dem Halbleiterkdrper und dem Trager
angeordnet ist. Der Trager kann dabei elektrisch leitfahig
ausgebildet sein. Es ist mdéglich, dass der Trager etwa einen
elektrisch isolierenden Formkorper und zumindest eine
elektrische Anschlussschicht aufweist, wobeil die
Anschlussschicht zum Beispiel seitlich des HalbleiterkOrpers
angeordnet und etwa lUber die weitere Kontaktschicht mit der
zweliten Halbleiterschicht elektrisch leitend verbunden ist.
Auch kann die Anschlussschicht als Durchkontaktierung oder
als eine Mehrzahl von Durchkontaktierungen durch den Trager
hindurch ausgebildet sein. Allgemein kann der Trager so
ausgebildet sein, dass die zweite Halbleiterschicht des
HalbleiterkOrpers iiber den Trager extern elektrisch

kontaktierbar ist.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
dieses in unmittelbarer Umgebung der elektrischen
Kontaktschicht eine Abschirmungsstruktur auf. Die
Abschirmungsstruktur ist insbesondere dazu eingerichtet, ein
Auftreffen der von der aktiven Schicht erzeugten
elektromagnetischen Strahlung auf die Kontaktschicht zu
verhindern. Insbesondere ist die Abschirmungsstruktur
hinsichtlich deren Geometrie und/oder deren Material so
ausgebildet, dass sie flr die von der aktiven Schicht
emittierte elektromagnetische Strahlung reflektierend oder
streuend oder wellenleitend wirkt. Die Abschirmungsstruktur
befindet sich in unmittelbarer Umgebung der Kontaktschicht,
wenn etwa eine zusammenhidngende Fladche insbesondere hédchstens

<

30 %, etwa hochstens 20 %, zum Beispiel hdchstens 10 % oder
héchstens 5 % der ersten und/oder der zweiten Hauptflédche des
HalbleiterkoOrpers betragt, wobei die zusammenhadngende Flache
in Draufsicht die Abschirmungsstruktur und gegebenenfalls
einen in der lateralen Richtung zwischen der
Abschirmungsstruktur und der Kontaktschicht angeordneten

Bereich abdeckt, etwa vollstadndig bedeckt, oder die

Abschirmungsstruktur an die Kontaktschicht angrenzt.

Die Abschirmungsstruktur kann dabei in dem Halbleiterkodrper
ausgebildet sein, etwa in Form von Offnungen oder
Vertiefungen. Die Abschirmungsstruktur und die Kontaktschicht
sind insbesondere derart relativ zueinander angeordnet, dass
die von der aktiven Schicht emittierte Strahlung oder ein
Hauptteil davon zunachst auf die Abschirmungsstruktur
auftrifft, bevor sie zu der Kontaktschicht auf der ersten

Hauptflache des Halbleiterkdrpers gelangen kann.

In zumindest einer Ausfihrungsform des Rauelements weist

dieses einen Trager und einen auf dem Trager angeordneten
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Halbleiterkorper auf. Der HalbleiterkOrper weist eine dem
Trager abgewandte erste Hauptflidche und eine dem Trager
zugewandte zweite Hauptflache auf. Auf Seiten der ersten
Hauptflache weist der Halbleiterkdrper eine erste
Halbleiterschicht und auf Seiten der zweiten Hauptfldche eine
zwelte Halbleiterschicht auf, wobei eine aktive Schicht des
HalbleiterkOrpers zwischen der ersten und der zweiten
Halbleiterschicht angeordnet ist. Im Betrieb des Bauelements
ist die aktive Schicht dazu eingerichtet, eine
elektromagnetische Strahlung zu erzeugen, die etwa durch die
erste Hauptflache des Halbleiterkdrpers hindurch aus dem
Bauelement auskoppelbar ist. Des Weiteren weist das
Bauelement eine elektrische Kontaktschicht auf der ersten
Hauptflache auf, die zur elektrischen Kontaktierung der
ersten Halbleiterschicht eingerichtet ist. In Draufsicht auf
den Trager bedeckt die elektrische Kontaktschicht die erste
Hauptflache bereichsweise. Das Bauelement umfasst in
unmittelbarer Umgebung der elektrischen Kontaktschicht eine
Abschirmungsstruktur, die dazu eingerichtet ist, ein
Auftreffen der von der aktiven Schicht erzeugten
elektromagnetischen Strahlung auf die Kontaktschicht zu

verhindern.

Ein solches Bauelement weist auf der Strahlungsaustrittsseite
eine Kontaktschicht auf, die oft aufgrund deren
strahlungsabsorbierenden Materials hinsichtlich der Effizienz
des Bauelements nachteilig wirkt. Bisher wurde dieser
Nachteil dahingehend reduziert, dass in der Nahe der
Kontaktschicht méglichst kein Licht erzeugt wird, oder dass
die strahlungsabsorbierende Kontaktschicht mdéglichst klein
oder reflektierend ausgestaltet ist. Hierzu gibt es
allerdings Einschrankungen in der Wahl der Materialien und in

der Wahl der Geometrien der Kontaktschicht. Zudem kann nicht
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vermieden werden, dass Licht etwa bis zu absorptiven
Oberflachen der Kontaktschicht propagieren kann und von der

Kontaktschicht absorbiert wird.

Durch das Ausbilden einer Abschirmungsstruktur in
unmittelbarer Umgebung zu der elektrischen Kontaktschicht auf
der Strahlungsaustrittsfliche kann erzielt werden, dass die
von der aktiven Schicht emittierte Strahlung nicht oder kaum
zu der Kontaktschicht auf der Strahlungsaustrittsseite des
Bauelements gelangen kann und daher nicht oder kaum von der
Kontaktschicht absorbiert wird. Durch die
Abschirmungsstruktur kann die zu der Kontaktschicht hin
propagierende Strahlung verlustfrei zurickreflektiert oder
durch erhdhte Streuung an der Abschirmungsstruktur etwa
direkt aus dem HalbleiterkOrper beziehungsweise aus dem
Bauelement ausgekoppelt werden. Mit der Abschirmungsstruktur
kann somit insgesamt eine erhdhte Lichtausbeute durch

reduzierte Absorption erzielt werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
die Abschirmungsstruktur zumindest eine Offnung auf. Die
Offnung kann sich in der vertikalen Richtung von der ersten
Hauptflidche in die erste Halbleiterschicht hinein erstrecken.
Insbesondere ist die Offnung als ein Sackloch in dem
Halbleiterkdrper ausgebildet. Dabei kann sich die Offnung von
der ersten Hauptfldche durch die erste Halbleiterschicht und
die aktive Schicht hindurch erstrecken. Es ist auch mdéglich,
dass sich die Offnung von der ersten Hauptfliche durch die
aktive Schicht hindurch bis zu der zweiten Hauptfldche des
Halbleiterkdrpers erstreckt. Das heiBt, die Offnung kann in
der vertikalen Richtung durch den Halbleiterkdrper hindurch

ausgebildet sein.
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Eine solche Offnung weist einen lateralen Querschnitt auf,
dessen laterale Ausdehnung insbesondere im Nanometerbereich,
etwa im Bereich der Wellenlange der emittierten
elektromagnetischen Strahlung, zum Reispiel in einem Bereich
zwischen einschliefflich 300 nm und 800 nm ist. Es ist auch
mdéglich, dass die Offnung einen Querschnitt mit einer
lateralen Ausdehnung zwischen etwa 1 pm und etwa 10 um,
bevorzugt zwischen einschlieflich 1 um und 7 pm,
beispielsweise zwischen einschlieflich 1 um und 5 pm,
aufweist. Die Offnung kann dabei einen lidnglichen zum
Beispiel streifenfdrmigen Querschnitt aufweisen, dessen
laterale Breite etwa zwischen einschlieBlich 300 nm und 800
nm ist und dessen laterale Lange etwa zwischen 1 pm und 10 um
ist. Der laterale Querschnitt der Offnung kann auch andere
Formen, zum Beispiel kreisformig, ellipsenartig oder
mehreckig, aufweisen. Es ist auch moglich, dass die Offnung
entlang der vertikalen Richtung sich variierende
Querschnitte, etwa hinsichtlich deren Form oder deren Grohe,

aufweist.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
die Abschirmungsstruktur eine Mehrzahl von Offnungen auf,
wobel sich die Offnungen in den Halbleiterkdrper hinein
erstrecken und so angeordnet sind, dass die Kontaktschicht in
Draufsicht auf den Trager von den Offnungen zumindest
bereichsweise oder vollstidndig umgeben ist. Die Offnungen
kénnen dabei beliebige Formen aufweisen. Auch kdénnen die
Offnungen jeweils einen lateralen Querschnitt aufweisen,
dessen laterale Ausdehnung im Rereich der Wellenlangen der
emittierten Strahlung oder im Mikrometerbereich liegt. Die
Kontaktschicht kann dabei randseitig oder mittig

beziehungsweise zentral auf der Strahlungsaustrittsflédche
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oder auf der ersten Hauptflache des HalbleiterkOrpers

angeordnet sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements sind
die Offnungen hinsichtlich ihrer Geometrie und/oder ihrer
relativen Anordnung zueinander so ausgebildet, dass ein
Durchtritt der emittierten elektromagnetischen Strahlung
durch die Abschirmungsstruktur hindurch verhindert ist. Zum
Beispiel weist die Abschirmungsstruktur zumindest
bereichsweise ein periodisches insbesondere symmetrisches
Muster auf. Bevorzugt ist die Abschirmungsstruktur in Form
eines photonischen Gitters ausgebildet. In diesem Fall kann
die Abschirmungsstruktur hinsichtlich der emittierten
elektromagnetischen Strahlung dhnlich wie ein photonisches
Krystal wirken, etwa wellenleitend und insbesondere zugleich
reflektierend. Dabei kénnen die Geometrie der Offnungen und
deren relative Anordnung zueinander so gewahlt sein, dass die
Abschirmungsstruktur eine energetisch verbotene Zone fir
Photonen in dem Halbleiterkoérper bilden, sodass die
Abschirmungsstruktur insgesamt als ein photonisches Gitter
wirkt, das einen Durchtritt der von der aktiven Schicht
emittierten elektromagnetischen Strahlung verhindert. Die
Offnungen kénnen so zueinander angeordnet sein, dass Abstande
zwischen den nidchstliegenden benachbarten Offnungen im
Bereich der Wellenldnge der emittierten Strahlung,
beispielsweise im Bereich zwischen etwa 300 nm und 800 nm,
liegt. Insbesondere sind die Abstande kleiner als eine
dominante Wellenlange der von der aktiven Schicht emittierten

elektromagnetischen Strahlung.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
die Offnung mit groBer werdendem Abstand von der ersten

Hauptflache einen abnehmenden lateralen Querschnitt auf.
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Insbesondere ist die Abschirmungsstruktur durch eine solche
Offnung und eine reflektierende Schicht ausgebildet, wobei
die reflektierende Schicht etwa auf einer Seitenwand der
Offnung angeordnet ist. Die Offnung kann dabei kegelfdrmig,
stumpfkegelfdérmig, pyramidenformig oder stumpfpyramidenfdrmig
ausgebildet sein. An der ersten Hauptfliche kann die Offnung
einen lateralen Querschnitt mit einer lateralen Ausdehnung
aufweisen, die einer lateralen Ausdehnung der Kontaktschicht
vergleichbar ist. Zum Beispiel konnen sich die laterale
Ausdehnung der Kontaktschicht und die laterale Ausdehnung der
Offnung an der ersten Hauptflidche héchstens 30 %,
insbesondere hochstens 20 % oder 10 % voneinander
unterscheiden. Insbesondere sind die lateralen Ausdehnungen
der Kontaktschicht und der Offnung so aufeinander abgestimmt,
dass die zu der Kontaktschicht hin propagierende, von der
aktiven Schicht emittierte Strahlung von der reflektierenden
Schicht der Abschirmungsstruktur zurlickreflektiert wird.
Abweichend davon ist es auch moglich, dass die Offnung mit
groRer werdendem Abstand von der ersten Hauptfldache einen
gleich bleibenden oder zunehmenden lateralen Querschnitt

aufweist.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
der HalbleiterkOrper eine Seitenfldche mit einer Stufe auf,
wobei die Stufe eine sich in lateraler Richtung erstreckende
erste Oberflache und eine sich in vertikaler Richtung
erstreckende zweite Oberfldache umfasst. Die Kontaktschicht
ist dabei insbesondere auf der ersten Oberflache angeordnet,
wobei die Abschirmungsstruktur eine reflektierende Schicht
auf der zweiten Oberflache aufweist. Insbesondere weist die
erste Hauptfldche des Halbleiterkdrpers in diesem Fall
ebenfalls die Stufe auf, wobei die Kontaktschicht und die

reflektierende Schicht der Abschirmungsstruktur auf
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verschiedenen Teiloberflichen der ersten Hauptflédche
angeordnet sind. Insbesondere sind die erste Oberfliache und
die zweite Oberfldche der Stufe jeweils durch eine Oberflache
der ersten Halbleiterschicht gebildet. Die reflektierende
Schicht kann sich dabei in der vertikalen Richtung von der
ersten Oberflache der Stufe zu der Strahlungsaustrittsflache

des Bauelements erstrecken.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements ist die
Abschirmungsstruktur durch einen in dem Halbleiterkdrper
tiefgelegten, zur elektrischen Kontaktierung der ersten
Halbleiterschicht vorgesehenen Kontakt gebildet. Der
tiefgelegte Kontakt kann einen Hauptkdrper aufweisen, der an
die Kontaktschicht auf der ersten Hauptfldche angrenzt. Der
Hauptkorper kann dabei in der ersten Halbleiterschicht
vollstandig eingebettet sein. Bevorzugt sind die
Seitenflachen des Hauptkdrpers mit einer reflektierenden
Schicht beschichtet. Der Hauptkorper kann einen in der ersten
Halbleiterschicht eingebetteten Teilbereich aufweisen, der
frei von der reflektierenden Schicht ist. Durch diesen
Teilbereich, der frei von der reflektierenden Schicht ist,
kann insbesondere eine optimale elektrische Verbindung
zwischen der ersten Halbleiterschicht und dem Hauptkorper
beziehungsweise der Kontaktschicht gebildet werden. Es ist
auch moéglich, dass die reflektierende Schicht elektrisch
leitfahig ausgebildet ist, sodass der Hauptkdrper an den
Stellen der reflektierenden Schicht mit der ersten

Halbleiterschicht ebenfalls elektrisch leitend verbunden ist.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements weist
dieses eine elektrisch leitfahige Spiegelschicht auf, die in
der vertikalen Richtung zwischen dem Halbleiterkdrper und dem

Trager angeordnet ist. In Draufsicht von der ersten
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Hauptflidche auf den Trager ist die Abschirmungsstruktur in
der lateralen Richtung bevorzugt zwischen der Kontaktschicht
und der Spiegelschicht angeordnet. Die Abschirmungsstruktur
ist so ausgebildet, dass im Betrieb des Bauelements ein
Durchtritt der von der aktiven Schicht erzeugten Strahlung
durch die Abschirmungsstruktur hindurch zu der Kontaktschicht
verhindert ist. Ein Stromfluss zwischen der Kontaktschicht
und der Spiegelschicht, etwa durch die Abschirmungsstruktur
hindurch, kann dabei ununterbrochen sein. Hierzu koénnen die
Offnungen zumindest in der ersten Halbleiterschicht
hinsichtlich deren Geometrie und/oder deren relativer
Anordnung zueinander so ausgebildet sein, dass elektrische
Ladungstriager durch die Mehrzahl von Offnungen hindurch
injiziert werden konnen, wahrend Photonen insbesondere mit
der Peakwellenldnge der von der aktiven Schicht emittierten
Strahlung von der Abschirmungsstruktur reflektiert oder in
Richtung der Strahlungsaustrittsflidche des Bauelements

gestreut werden.

Die Spiegelschicht ist bevorzugt elektrisch leitfadhig
ausgebildet und bildet etwa einen Hauptteil des zweiten
Kontakts des Bauelements. Die Spiegelschicht kann dabei etwa
mindestens 50 %, zum Beispiel mindestens 70 % oder mindestens
90 % einer Gesamtfldche der aktiven Schicht bedecken. Mit
einer Anordnung der Abschirmungsstruktur in der lateralen
Richtung zwischen der Spiegelschicht und der Kontaktschicht
wird ein Hauptteil der elektromagnetischen Strahlung in einem
Bereich der aktiven Schicht erzeugt, der etwa frei von einer
Uberdeckung durch die Kontaktschicht ist. Das bedeutet, dass
vergleichsweise weniger elektromagnetische Strahlung in einem
von der Kontaktschicht bedeckten Bereich der aktiven Schicht
emittiert wird, wodurch insgesamt weniger emittierte

Strahlung von der Kontaktschicht absorbiert wird, sodass die
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Effizienz des Bauelements insgesamt erhoéht ist. Die
Spiegelschicht und die Kontaktschicht sind dabei bevorzugt so
relativ zueinander angeordnet, dass sie in Draufsicht auf den

Trager frei von einer Uberlappung sind.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Bauelements ist das
Bauelement als Saphir-Halbleiterchip mit einem
Halbleiterkdrper, der auf einem Saphirsubstrat angeordnet
und/oder etwa mittels eines Beschichtungsverfahrens auf ein

Saphirsubstrat epitaktisch abgeschieden ist.

Weitere Vorteile, bevorzugte Ausfiihrungsformen und
Weiterbildungen des Bauelements ergeben sich aus den im
Folgenden in Verbindung mit den Figuren 1A bis 5 erlauterten

Ausfihrungsbeispielen.

Es zeigen:
Figuren 1A bis 5 verschiedene Ausfiihrungsbeispiele filr

ein Bauelement in schematischen Schnittansichten.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit gleichen BRezugszeichen versehen. Die Figuren
sind jeweils schematische Darstellungen und daher nicht
unbedingt maRstabsgetreu. Vielmehr kdénnen vergleichsweise
kleine Elemente und insbesondere Schichtdicken zur

Verdeutlichung tbertrieben groll dargestellt werden.

Es wird in der Figur 1A ein Ausfiithrungsbeispiel fir ein
Bauelement 100 schematisch dargestellt. Das Bauelement 100
weist einen Trager 1 und einen auf dem Trager angeordneten
Halbleiterkorper 2 auf. Der Halbleiterkdrper 2 weist eine dem
Trager 1 abgewandte erste Halbleiterschicht 21 und eine dem

Trager 1 zugewandte zweite Halbleiterschicht 22 auf. Zwischen
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der ersten Halbleiterschicht 21 und der zweiten
Halbleiterschicht 22 ist eine aktive Schicht 23 zur Erzeugung

einer elektromagnetischen Strahlung L angeordnet.

Der Halbleiterkdrper 2 kann aus einem III/V-Verbindungs-
Halbleitermaterial gebildet sein. Ein III/V-Verbindungs-
Halbleitermaterial weist ein Element aus der dritten
Hauptgruppe, wie etwa B, Al, Ga, In, und ein Element aus der
finften Hauptgruppe, wie etwa N, P, As, auf. Insbesondere
umfasst der Begriff "III/V-Verbindungs-Halbleitermaterial"”
die Gruppe der bindren, terndren oder quaternidren
Verbindungen, die wenigstens ein Element aus der dritten
Hauptgruppe und wenigstens ein Element aus der flinften
Hauptgruppe enthalten, beispielsweise Nitrid- und Phosphid-
Verbindungshalbleiter. Eine solche bindre, ternare oder
quaternidre Verbindung kann zudem zum Beispiel ein oder
mehrere Dotierstoffe sowie zusadtzliche Bestandteile
aufweisen. Auch kann der Halbleiterkérper 2 aus einem II/VI-

Verbindungs-Halbleitermaterial gebildet sein.

Beispielsweise ist die erste Halbleiterschicht 21 n-leitend
und die zweite Halbleiterschicht 22 p-leitend ausgebildet,
oder umgekehrt. Der HalbleiterkOrper 2 weist eine dem Trager
1 abgewandte erste Hauptfldche 201 und eine dem Trager 1
zugewandte zweite Hauptflache 202 auf. Die erste Hauptflache
201 kann durch eine Oberfldche der ersten Halbleiterschicht
21 und die zweite Hauptflache 202 durch eine Oberfldche der
zweiten Halbleiterschicht 22 gebildet sein. Es ist auch
mbéglich, dass die erste und zweite Hauptflache des
Halbleiterkorpers 2 durch Oberflachen weiterer
Halbleiterschichten des HalbleiterkOrpers 2 gebildet sind.
Insbesondere begrenzen die Hauptfldchen den Halbleiterkorper

2 in der vertikalen Richtung. Das heilt, dass zwischen der
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ersten Hauptflache 201 und der zweiten Hauptfldche 202 etwa

ausschlieRlich Halbleiterschichten angeordnet sind.

Insbesondere ist die erste Hauptfldche 201 als eine
Strahlungsdurchtrittsflache des Rauelements 100 gebildet. Das
Bauelement 100 weist eine Vorderseite 101 auf, die
insbesondere als Strahlungsaustrittsflidche des BRauelements
100 dient. Das bedeutet, dass die von der aktiven Schicht
emittierte Strahlung L durch die erste Hauptflache 201
hindurch tritt und an der Vorderseite 101 aus dem Bauelement
100 ausgekoppelt werden kann. Die erste Hauptflache 201 und
die Vorderseite 101 konnen dabei dieselbe Oberflache sein. In
der Figur 1A sind die erste Hauptfldche 201 beziehungsweise
die Vorderseite 101 eben ausgebildet. Abweichend davon ist es
auch moéglich, dass die erste Hauptflache 201 oder die als
Strahlungsaustrittsflache gebildete Vorderseite 101 zur

Erhéhung der Auskoppeleffizienz strukturiert ist.

Das Bauelement 100 weist auf dessen Vorderseite 101
beziehungsweise auf der ersten Hauptfldche 201 des
Halbleiterkdrpers 2 eine Kontaktschicht 61 auf, die
insbesondere zur elektrischen Kontaktierung der ersten
Halbleiterschicht 21 eingerichtet ist. Insbesondere grenzt
die Kontaktschicht 61 unmittelbar an die erste
Halbleiterschicht 21 an. Uber die Kontaktschicht 61 ist die
erste Halbleiterschicht 21 etwa mit einer externen

Spannungsquelle elektrisch kontaktierbar.

Das Bauelement 100 weist zur elektrischen Kontaktierung der
zwelten Halbleiterschicht 22 eine elektrisch leitfahige
Schicht 72 auf Seiten der zweiten Hauptflache 202 auf.
Insbesondere ist die elektrisch leitfahige Schicht 72 als

eine Spiegelschicht ausgebildet. Bevorzugt weist die
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Spiegelschicht 72 ein Metall, etwa Aluminium, Rhodium,
Palladium, Silber oder Gold, auf. Zum Beispiel reflektiert
die Spiegelschicht 72 mindestens 60 %, bevorzugt mindestens
80 %, besonders bevorzugt mindestens 90 % eines auf sie
auftreffenden Anteils des Spektrums der von der aktiven

Schicht 23 im Betrieb des Bauelements erzeugten Strahlung.

Die Kontaktschicht 61 kann Teil eines ersten Kontakts 6 (hier
nicht dargestellt) sein, wobei der erste Kontakt 6 etwa eine
Stromaufweitungsschicht aufweisen kann, die elektrisch
leitfahig und zugleich bevorzugt strahlungsdurchlassig, etwa
aus einem elektrisch leitfdhigen und strahlungsdurchlassigen
Oxid ausgebildet ist. Die Stromaufweitungsschicht kann die
erste Hauptflache 201 etwa zu einem grolen Teil oder
vollstandig bedecken. Die elektrisch leitfahige Schicht 72
kann als Teil eines zweiten Kontakts 7 (hier nicht
dargestellt) gebildet sein, wobei der zweite Kontakt 7 eine
Stromaufweitungsschicht aufweisen kann, die etwa einen
GroRteil der zweiten Hauptflache 202 oder bevorzugt die
gesamte zweite Hauptflache 202 bedeckt. Die
Stromaufweitungsschicht des zweiten Kontakts 7 kann dabei
eine Metallschicht sein. Im Betrieb des Bauelements 100 sind
der erste Kontakt 6 und der zweite Kontakt 7 zum Beispiel mit
einer externen Spannungsquelle elektrisch verbunden. Der

Trager 1 kann dabei elektrisch leitfahig ausgebildet sein.

Alternativ ist es auch moéglich, dass der Trager 1 aus einem
elektrisch isolierenden Material ausgebildet ist. In diesem
Fall kann der zweite Kontakt 7 einen Teilbereich aufweisen,
der etwa auf dem Trager 1 freiliegt und somit extern
elektrisch kontaktierbar ist. Der Teilbereich kann Teil der
Spiegelschicht 72 oder der Stromaufweitungsschicht des

zweiten Kontakts 7 sein, der etwa seitlich des Tragers 1 oder
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seitlich des Halbleiterkorpers 2 auf dem Trager 1 freiliegt.
Dieser Teilbereich kann auch eine Durchkontaktierung sein,
die sich etwa von einer Rickseite 101 des Bauelements durch
den Trager 1 hindurch zu der Spiegelschicht 72 erstreckt. Der
zwelite Kontakt 7 kann auch eine Mehrzahl von solchen
Durchkontaktierungen aufweisen. Das Bauelement 100 kann somit
Uber die Vorderseite 101 und Uber die Rickseite 102 mit einer
externen Spannungsquelle kontaktiert sein.

Das Bauelement 100 weist in unmittelbarer Umgebung der
Kontaktschicht 61 eine Abschirmungsstruktur 4 auf. Die
Abschirmungsstruktur 4 ist insbesondere dazu eingerichtet,
ein Auftreffen der von der aktiven Schicht 23 erzeugten
elektromagnetischen Strahlung L auf die Kontaktschicht 61 zu
verhindern, sodass moglichst wenig Strahlung von der
Kontaktschicht 61 absorbiert wird. Die Abschirmungsstruktur 4
ist insbesondere so eingerichtet, dass die auf die
Abschirmungsstruktur 4 auftreffende Strahlung insbesondere zu
Bereichen der Strahlungsaustrittsflache des Bauelements 101
hin reflektiert oder gestreut wird, die frei von der
Kontaktschicht 61 sind. Auch ist es auch méglich, dass der
Halbleiterkdrper 2 etwa auf einem strahlungsdurchlassigen
Substrat, zum Beispiel auf einem Saphirsubstrat, angeordnet
ist. Insbesondere kann der Trager 1 ein Saphirsubstrat sein.
Es ist auch denkbar, dass das Bauelement 100 neben dem Trager
1 ein Saphirsubstrat auf Seiten der ersten Hauptflache 201
aufweist. Zur Ausbildung der Abschirmungsstruktur 4 kann das

Saphirsubstrat teilweise entfernt oder strukturiert sein.

In Figur 1A weist die Abschirmungsstruktur 4 mindestens eine
Offnung 41 auf. In Draufsicht auf den Triger 1 ist die
Offnung 41 lateral zwischen der Kontaktschicht 61 und der
Spiegelschicht 72 angeordnet. Die Abschirmungsstruktur 4

kann eine Mehrzahl von solchen Offnungen 41 aufweisen. Die
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gesamte Abschirmungsstruktur 4 kann in Draufsicht auf den
Trager 1 lateral zwischen der Kontaktschicht 61 und der
Spiegelschicht 72 angeordnet sein. Die Spiegelschicht 72 kann
dabei einen GroBteil, etwa mindestens 60 %, bevorzugt
mindestens 80 % oder mindestens 90 % der zweiten Hauptflache
202 oder der aktiven Schicht 23 bedecken. Wird von der
aktiven Schicht 23 eine elektromagnetische Strahlung
emittiert, welche auf die Spiegelschicht 72 auftrifft und zu
der Kontaktschicht 61 hin propagiert, kann diese von der
Abschirmungsstruktur 4 umgeleitet, insbesondere verlustfrei
zur Strahlungsaustrittsfldche des Bauelements 100 hin

reflektiert und an der Strahlungsaustrittsfldche des

Bauelements 100 ausgekoppelt werden.

Gemal Figur 1A sind die Kontaktschicht 61 und die
Spiegelschicht 72 in Draufsicht auf den Tradger 1 frei von
einer Uberlappung. Bedeckt die Spiegelschicht 72 einen
GroRteil der aktiven Schicht 23 und ist die Spiegelschicht 72
elektrisch leitfahig ausgebildet, wird ein GroBteil der
Strahlung direkt oberhalb der Spiegelschicht 72 erzeugt. Die
Strahlung L kann aufgrund der Abschirmungsstruktur 4 von der
Kontaktschicht 61 ferngehalten und somit verlustfrei oder
nahezu verlustfrei aus dem Bauelement 100 ausgekoppelt
werden. Der Trager 1 kann dabei aus einem elektrisch
isolierenden Material ausgebildet sein, sodass Bereiche der
aktiven Schicht 23, die sich unmittelbar unterhalb der
Kontaktschicht 61 befinden und somit keine Uberlappung mit
der Spiegelschicht 72 aufweisen, nicht zur Erzeugung wvon

elektromagnetischer Strahlung begiinstigt werden.

In Figur 1A ist schematisch dargestellt, dass die
Abschirmungsstruktur 4 derart eingerichtet ist, dass im

Betrieb des Bauelements 100 ein Durchtritt der von der
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aktiven Schicht erzeugten Strahlung L durch die
Abschirmungsstruktur 4 hindurch etwa zu der Kontaktschicht ol
verhindert wird, wogegen ein Stromfluss I von der
Kontaktschicht 61 etwa durch die Abschirmungsstruktur 4
hindurch zu der Spiegelschicht 72 ununterbrochen sein kann.
Dies kann etwa durch eine gezielte Strukturierung
hinsichtlich der Geometrie oder der Dimension der Offnungen
41 und/oder durch eine geeignete relative Anordnung der
Offnungen 41 zueinander erzielt werden. Der Halbleiterkdrper
2 mit den Halbleiterschichten 21 und 22 sowie der aktiven
Schicht 23 bleibt dabei insbesondere zusammenhidngend, sodass
ein ununterbrochener Stromfluss zwischen der Kontaktschicht

61 und der Spiegelschicht 72 erzielt ist.

In der Figur 1A erstreckt sich die Offnung 41 beziehungsweise
die Mehrzahl von Offnungen 41 von der ersten Hauptflidche 201
durch die erste Halbleiterschicht 21, die aktive Schicht 23
und die zweite Halbleiterschicht 22 hindurch zu der zweiten
Hauptflache 202 des HalbleiterkOrpers 2. Zur Erzeugung der
Offnung 41 beziehungsweise der Mehrzahl der Offnungen 41 kann
der Halbleiterkorper 2 mikrostrukturiert, etwa gedtzt werden.
In der Figur 1A ist die Kontaktschicht 61 randseitig auf der
Vorderseite 101 des Bauelements angeordnet. Abweichend davon
ist es auch moglich, dass die Kontaktschicht 61 etwa mittig
auf der Vorderseite 101 angeordnet ist. Auch bei einer mittig
angeordneten Kontaktschicht 61 koénnen die Spiegelschicht 72
und die Abschirmungsstruktur 4 so ausgebildet sein, dass in
Draufsicht von der Vorderseite 101 auf den Trager 1 die
Abschirmungsstruktur 4 in lateralen Richtungen zwischen der
Kontaktschicht 61 und der Spiegelschicht 72 angeordnet ist,
wobei die Kontaktschicht 61 und die Spiegelschicht 72 in

Draufsicht etwa frei von einer Uberlappung sind.
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Figuren 1B und 1C zeigen verschiedene Ausfilhrungsbeispiele
fiir ein Bauelement 100 mit einer Abschirmungsstruktur 4 in
Draufsicht. Die Kontaktschicht 61 ist randseitig auf der
Vorderseite 101 des Bauelements 100 angeordnet. Die
Abschirmungsstruktur 4 weist eine Mehrzahl von Offnungen 41
auf. Die Offnungen 41 sind so angeordnet, dass die
Kontaktschicht 61 von den Offnungen 41 zumindest
bereichsweise umgeben ist. Insbesondere bilden die Offnungen
41 ein periodisches, etwa symmetrisches Muster, das
insbesondere einen Durchtritt der emittierten Strahlung L
durch die Abschirmungsstruktur 4 hindurch zu der
Kontaktschicht 61 verhindert. Die Querschnitte der Offnungen
41 sowie deren Abstand voneinander kdnnen so ausgewahlt
werden, dass die Abschirmungsstruktur 4 insgesamt als ein
photonisches Gitter wirkt. In den Figuren 1B und 1C kann die
Kontaktschicht 61 von einer Mehrzahl von Reihen periodisch
angeordneter Offnungen 41 bereichsweise umgeben sein. Ist die
Kontaktschicht 61 nicht randseitig angeordnet, kann die
Kontaktschicht 61 auch vollstandig, das heilt in allen
lateralen Richtungen, von der Abschirmungsstruktur 4, etwa

von den Offnungen 41, umgeben sein.

In der Figur 1B weisen die Offnungen 41 jeweils einen im
Wesentlichen kreisfdrmigen Querschnitt auf. Im Unterschied
hierzu koénnen die Offnungen 41, wie in Figur 1C dargestellt,
jeweils einen langlichen Querschnitt aufweisen. Laterale
Zwischenriume zwischen benachbarten Offnungen 41 einer Reihe
kénnen vereinfacht durch Offnungen benachbarter Reihe
abgedeckt werden, sodass die Kontaktschicht 61 durch
Offnungen 41 mit langlichen Querschnitten von der im Betrieb

des Bauelements erzeugten Strahlung effektiv abgeschirmt ist.
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Figuren 2A und 2B zeigen Jjeweils ein weiteres
Ausfihrungsbeispiel flir ein Bauelement in schematischer
Schnittansicht. Diese Ausfiihrungsbeispiele entsprechen im
Wesentlichen dem Ausfihrungsbeispiel fiir ein Bauelement 100
in der Figur 1A. Im Unterschied hierzu erstreckt sich die
Offnung 41 beziehungsweise die Mehrzahl von Offnungen 41 in
der Figur 2A in der vertikalen Richtung von der ersten
Hauptflache 201 durch die aktive Schicht 23 hindurch in die
zweilte Halbleiterschicht 22. Die Offnung 41 beziehungsweise
die Offnungen 41 weisen somit jeweils die Form eines
Sacklochs in dem Halbleiterkorper 2 auf. Im Unterschied zur
Figur 2A erstrecken sich die in der Figur 2B dargestellten
Offnungen 41 lediglich von der ersten Hauptfldche 201 in die
erste Halbleiterschicht 21 hinein. Solche Offnungen 41
erstrecken sich somit nicht durch die aktive Schicht 23
hindurch und kénnen vergleichsweise vereinfacht erzeugt
werden. Auch ein kontinuierlicher Stromfluss I zwischen der
Kontaktschicht 61 und der Spiegelschicht 72 wird dadurch

beglinstigt.

In Figuren 3A und 3B sind weitere Ausfihrungsbeispiele fir
ein Bauelement 100 in Schnittansicht dargestellt. Diese
Ausfiihrungsbeispiele entsprechen im Wesentlichen dem in der
Figur 1A dargestellten Ausfiihrungsbeigspiel fir ein
Bauelement. Im Unterschied hierzu ist die Offnung 41 in dem
Halbleiterkdérper 2 so ausgebildet, dass die Offnung 41 mit
groRer werdendem Abstand von der ersten Hauptfldache einen
abnehmenden lateralen Querschnitt aufweist. In den Figuren 3A
und 3B sind V-férmige Offnungsquerschnitte dargestellt. Die
Offnung 41 weist eine Seitenwand auf, auf der eine
reflektierende Schicht 43 angeordnet ist. Der Querschnitt der
Offnung 41 der Abschirmungsstruktur 4 wird etwa so groB

ausgebildet, dass die zu der Kontaktschicht 61 hin
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propagierende Strahlung von der reflektierenden Schicht 43
auf der Seitenwand der Offnung 41 zuriickreflektiert wird. In
der Figur 3A ist die Offnung 41 lediglich in der ersten
Halbleiterschicht 21 gebildet. Im Unterschied hierzu kann
sich die Offnung 41 in der vertikalen Richtung durch die
aktive Schicht 23 hindurch erstrecken. Gegebenenfalls kann
eine elektrisch isolierende Schicht zwischen dem
Halbleiterkorper 2 und der reflektierenden Schicht 43
angeordnet sein. In Figur 3B wird dargestellt, dass sich die
Offnung 41 durch die aktive Schicht hindurch in die zweite
Halbleiterschicht 22 erstrecken kann. Auch kann die Offnung
41 so ausgebildet sein, dass dieser sich durch den gesamten
Halbleiterkorper 2 hindurch erstreckt. Die
Abschirmungsstruktur 4 kann eine einzige Offnung 41
aufweisen. Dabei kann die Offnung 41 so ausgebildet ein, dass
die Kontaktschicht 61 in lateraler Richtung etwa zu einem
GroBteil oder vollstandig von der Offnung 41 umgeben ist.
Alternativ kann die Abschirmungsstruktur eine Mehrzahl wvon
solchen Offnungen 41 aufweisen, die zusammen die

Kontaktschicht 61 teilweise oder vollstadndig umgeben.

Figur 4 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel fir ein
Bauelement in Schnittansicht, das im Wesentlichen dem in der
Figur 3A dargestellten Ausfihrungsbeispiel entspricht. Im
Unterschied hierzu weist eine Seitenflache des
HalbleiterkoOrpers 2 eine Stufe auf. Die Stufe weist eine sich
in der lateralen Richtung erstreckende erste QOberfldche 203
und eine sich in der vertikalen Richtung erstreckende zweite
Oberflache 204 auf. Die Kontaktschicht 61 ist dabei auf der
ersten Oberfliache 203 angeordnet, wobei die erste Oberflache
203 insbesondere durch eine Oberflache der ersten
Halbleiterschicht 21 gebildet ist. Die reflektierende Schicht

43 der Abschirmungsstruktur 4 ist auf der zweiten Oberflache
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204 angeordnet. Auch die zweite Oberfldche 204 kann durch
eine Oberfldche der ersten Halbleiterschicht 21 gebildet
sein. Mit anderen Worten kann die Stufe der Seitenflédche des
Halbleiterkdrpers 2 durch Oberfldchen der ersten
Halbleiterschicht 21 gebildet sein. Die zweite Oberfliache 204
ist dabei schriag zu der ersten Oberflidche 203 der Stufe
ausgebildet. Die erste Oberfldche 203 der Stufe kann dabei
parallel zu der zweiten Hauptflache 202 verlaufen. Die
reflektierende Schicht 43 kann sich in der vertikalen
Richtung von der ersten Oberfldche 203 der Stufe zu der
Vorderseite 201 beziehungsweise zu der
Strahlungsaustrittsflache des Bauelements erstrecken. Die
Stufe kann so ausgebildet sein, dass die Kontaktschicht 61 in
Richtung der Spiegelschicht 72 von der reflektierende Schicht

43 teilweise oder vollstadndig umgegeben ist.

Figur 5 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel fir ein
Bauelement in Schnittansicht, das im Wesentlichen dem in der
Figur 3A dargestellten Ausfihrungsbeispiel entspricht. Im
Unterschied hierzu ist die Abschirmungsstruktur 4 durch einen
in dem Halbleiterkdrper tiefgelegten ersten Kontakt 6
gebildet. Der tiefgelegte Kontakt 6 weist einen Hauptkdrper
60 auf, der insbesondere an die Kontaktschicht 61 angrenzt.
Der Hauptkorper 60 ist mit der reflektierenden Schicht 43
beschichtet. Der Hauptkdrper kann aus einem Metall
ausgebildet sein. Der erste Kontakt 6 weist eine tiefgelegte
Kontaktschicht 63 auf, die vollstandig in dem
Halbleiterkdrper 2, etwa in der ersten Halbleiterschicht 21,
eingebettet ist. Die tiefgelegte Kontaktschicht 63 kann ein
Bereich des Hauptkdrpers 60 sein, der frei von der
reflektierenden Schicht 43 ist. Insbesondere kann die
Kontaktschicht 61 auch Teil des Hauptkdrpers 60 sein, der

Uber die erste Halbleiterschicht 21 hinausragt und frei wvon
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der reflektierenden Schicht 43 ist. Zum Beispiel ist die
reflektierende Schicht 43 in allen lateralen Richtungen von
dem HalbleiterkOrper 2, insbesondere von der ersten

Halbleiterschicht 21, umgeben.

Die in den Figuren 3A bis 5 gezeigte strahlungsreflektierende
Schicht 43 kann aus einem hoch reflektierenden Material
ausgebildet sein. Bevorzugt weist strahlungsreflektierende
Schicht 43 ein Metall wie Aluminium, Rhodium, Palladium,

Silber oder Gold auf.

Die in den Figuren 3A und 3B dargestellte Offnung 41 und/oder
die in der Figur 4 dargestellte zweite Oberfliache 204 konnen
jeweils so ausgebildet sein, dass die Kontaktschicht 61 in
Draufsicht von der Offnung 41 beziehungsweise von der zweiten
Oberfldache 204 bereichsweise oder vollstandig umgeben ist. Es
ist auch moéglich, dass die in den Figuren 3A und 3B
dargestellte Abschirmungsstruktur 4 lediglich eine einzige
Offnung 41 und die in der Figur 4 dargestellte
Abschirmungsstruktur 4 eine einzige Stufe mit der zweiten

Oberflache 204 aufweist.

In allen Ausfihrungsbeispielen ist es auch méglich, dass die
Abschirmungsstruktur 4 nicht nur in der unmittelbaren Nahe
der Kontaktschicht 61, sondern liber die gesamte
Strahlungsaustrittsflache des Bauelements ausgebildet ist.
Auch kann das Bauelement auf dessen Strahlungsaustrittsflache
eine Mehrzahl von Kontaktschichten 61 aufweisen. Solche
Kontaktschichten 61 kdnnen jeweils von der
Abschirmungsstruktur 4 bereichsweise oder vollstadndig umgeben
sein, sodass die auf die Kontaktschichten 61 hin
propagierende Strahlung in Richtung der

Strahlungsaustrittsflache reflektiert oder gestreut wird.
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Mittels einer Abschirmungsstruktur kann eine auf einer
Strahlungsaustrittsfldche angeordnete Kontaktschicht eines
Bauelements von einer im Betrieb des Bauelements erzeugten
Strahlung abgeschirmt werden, wobei die Abschirmungsstruktur
die auf sie auftreffende Strahlung etwa zu Bereichen der
Strahlungsaustrittsflache hin reflektiert oder streut, die
frei von der Kontaktschicht sind, sodass die emittierte
Strahlung verlustfrei oder nahezu verlustfrei aus dem
Bauelement ausgekoppelt wird, wodurch die Lichtausbeute des

Bauelements erhoht ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2015 111 493.3, deren

Offenbarungsgehalt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung der Erfindung
anhand der Ausfihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Die
Erfindung umfasst vielmehr jedes neue Merkmal sowie Jjede
Kombination von Merkmalen, was insbesondere jede Kombination
von Merkmalen in den Anspriichen beinhaltet, auch wenn dieses
Merkmal oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.
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Bezugszeichenliste

100
101
102

201
202
203
204
21
22
23

41
43

60
61
63

Bauelement
Strahlungsaustrittsflache

Rickseite des Bauelements

Trager

Halbleiterkorper

erste Hauptfldche des Halbleiterkorpers
zweite Hauptfladche des HalbleiterkOrpers
erste Oberflache der Stufe

zwelte Oberfldche der Stufe

erste Halbleiterschicht

zwelite Halbleiterschicht

aktive Schicht

Abschirmungsstruktur
Offnung
Reflektorschicht/ reflektierende Schicht

erster Kontakt
Hauptkorper des ersten Kontakts
Kontaktschicht des ersten Kontakts

tiefgelegte Kontaktschicht des ersten Kontakts

welterer Kontakt/ zweilter Kontakt

Spiegelschicht/weitere Kontaktschicht
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Patentanspriiche

1. Bauelement (100) mit einem Trager (1) und einem auf dem

Trager angeordneten Halbleiterkérper (2), wobei

— der HalbleiterkOrper eine dem Trager abgewandte erste
Hauptflache (201) und eine dem Trager zugewandte zweite
Hauptflache (202) aufweist, wobei der Halbleiterkorper auf
Seiten der ersten Hauptfldche eine erste Halbleiterschicht
(21) und auf Seiten der zweiten Hauptfliche eine zweite
Halbleiterschicht (22) umfasst,

— der Halbleiterkdrper eine aktive Schicht (23) aufweist, die
zwischen der ersten und der zweiten Halbleiterschicht
angeordnet und im Betrieb des Bauelements zur Erzeugung
einer elektromagnetischen Strahlung (L) eingerichtet ist,
welche durch die erste Hauptfliche hindurch aus dem

Bauelement auskoppelbar ist,

— das Bauelement eine elektrische Kontaktschicht (61) auf der
ersten Hauptfldche aufweist, die zur elektrischen
Kontaktierung der ersten Halbleiterschicht eingerichtet ist
und in Draufsicht auf den Trédger die erste Hauptflache
bereichsweise bedeckt, und

— das Bauelement in unmittelbarer Umgebung der elektrischen
Kontaktschicht eine Abschirmungsstruktur (4) aufweist, die
dazu eingerichtet ist, ein Auftreffen der von der aktiven
Schicht erzeugten elektromagnetischen Strahlung auf die

Kontaktschicht zu verhindern.

2. Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch,

bei dem die Abschirmungsstruktur (4) hinsichtlich deren
Geometrie und/oder deren Material so eingerichtet ist, dass
sie fir die von der aktiven Schicht (23) emittierte
elektromagnetische Strahlung (L) reflektierend oder streuend

wirkt.



10

15

20

25

30

WO 2017/009331 PCT/EP2016/066525

_27_

3. Bauelement nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

bei dem die Abschirmungsstruktur (4) zumindest eine Offnung
(41) aufweist, der sich in vertikaler Richtung von der ersten
Hauptflidche (201) in die erste Halbleiterschicht (21) hinein

erstreckt.

4, Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch,

bei dem sich die Offnung (41) von der ersten Hauptfliche
(201) durch die erste Halbleiterschicht (21) und die aktive
Schicht (23) hindurch erstreckt.

5. Bauelement nach einem der Anspriche 3 oder 4,

bei dem sich die Offnung (41) von der ersten Hauptfliche
(201) durch die aktive Schicht (23) hindurch bis zu der
zwelten Hauptflache (202) erstreckt.

6. Bauelement nach einem der Anspriiche 3 bis 5,

bei dem die Offnung (41) mit gréBer werdendem Abstand von der
ersten Hauptfldche (201) einen abnehmenden lateralen
Querschnitt aufweist und die Abschirmungsstruktur (4) eine
reflektierende Schicht (43) aufweist, die auf einer

Seitenwand der Offnung angeordnet ist.

7. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 6,

bei dem die Abschirmungsstruktur (4) eine Mehrzahl von
Offnungen (41) aufweist, wobei sich die Offnungen (41) in den
Halbleiterkorper (2) hinein erstrecken und die Kontaktschicht
(61) in Draufsicht auf den Tridger (1) von den Offnungen

zumindest bereichsweise umgeben ist.

8. Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch,
bei dem die Offnungen (41) hinsichtlich deren Geometrie

und/oder deren relativer Anordnung zueinander so ausgebildet
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sind, dass die Abschirmungsstruktur (4)zumindest
bereichsweise ein periodisches Muster aufweist und insgesamt
als ein photonisches Gitter wirkt, das einen Durchtritt der

emittierten elektromagnetischen Strahlung (L) verhindert.

9. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 2,

bei dem der Halbleiterkdrper (2) eine Seitenfldche mit einer
Stufe aufweist, wobeil die Stufe eine sich in lateraler
Richtung erstreckende erste Oberfldche (203) und eine sich in
vertikaler Richtung erstreckende zweite QOberflache (204)
umfasst, wobeil die Kontaktschicht (61) auf der ersten
Oberflache angeordnet ist und die Abschirmungsstruktur (4)
eine reflektierende Schicht (43) auf der zweiten Oberflédche

aufweist.

10. Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch,

bei dem die erste Oberfldache (203) und die zweite Oberflache
(204) jeweils durch eine Oberfldche der ersten
Halbleiterschicht (21) gebildet sind und sich die
reflektierende Schicht (43) in vertikaler Richtung wvon der
ersten Oberflache der Stufe zur ersten Hauptfldche (201) des
Halbleiterkdrpers (2) erstreckt.

11. Bauelement nach einem der Anspriche 1 bis 2,
bei dem die Abschirmungsstruktur (4) durch einen in dem
Halbleiterkorper (2) tiefgelegten Kontakt (6) gebildet ist,
wobei
— der tiefgelegte Kontakt einen Hauptkdrper (60) aufweist,
der an die Kontaktschicht (61) an der ersten Hauptflédche
(201) angrenzt und in der ersten Halbleiterschicht (21)

eingebettet ist, und

— Seitenfldchen des HauptkOrpers mit einer reflektierenden

Schicht (43) beschichtet sind.
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12. Bauelement nach einem der Anspriiche 7 bis 8,
das eine elektrisch leitfdhige Spiegelschicht (72) aufweist,
die in vertikaler Richtung zwischen dem Halbleiterkdrper (2)

und dem Trager (1) angeordnet ist, wobei

— in Draufsicht von der ersten Hauptflache (201) auf den
Trager die Abschirmungsstruktur (4) in lateraler
Richtung zwischen der Kontaktschicht (61) und der
Spiegelschicht (72) angeordnet ist,

— die Offnungen (41) zumindest in der ersten
Halbleiterschicht (21) hinsichtlich deren Geometrie
und/oder deren relativer Anordnung zueinander so
ausgebildet sind, dass im Betrieb des Bauelements ein
Durchtritt der von der aktiven Schicht erzeugten
Strahlung durch die Abschirmungsstruktur hindurch zu der
Kontaktschicht wverhindert ist, wobeil ein Stromfluss
zwischen der Kontaktschicht und der Spiegelschicht

ununterbrochen ist.

13. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 10,

das eine Spiegelschicht (72) aufweist, die in vertikaler
Richtung zwischen dem Halbleiterkdrper (2) und dem Trager (1)
angeordnet ist, wobei in Draufsicht von der ersten
Hauptflache (201) auf den Trager die Abschirmungsstruktur (4)
in lateraler Richtung zwischen der Kontaktschicht (61) und

der Spiegelschicht angeordnet ist.

14. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 11,

das eine Spiegelschicht (72) aufweist, die in vertikaler
Richtung zwischen dem Halbleiterkérper (2) und dem Trager (1)
angeordnet ist, wobei die Kontaktschicht (61) und die
Spiegelschicht in Draufsicht auf den Trédger frei wvon einer

Uberlappung sind.
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15. Bauelement nach einem der Anspriche 12 bis 14,

bei dem die Spiegelschicht (72) elektrisch leitfdhig und als
ein weiterer Kontakt (7) oder zumindest als Teil eines
weiteren Kontakts (7) gebildet ist, wobei der weitere Kontakt
zur elektrischen Kontaktierung der zweiten Halbleiterschicht

(22) eingerichtet ist.
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